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Principios Bdsicos del Invento

El presente invento se refiere a estructuras
de circuito integrado y, mds particularmente, a aisla-
miento dieldetrico en estructuras de eircuito integrado.

Ia formza de la mayor parte de los circuitos
integrados existentes es la llamade forma monolitica.

Tel estructure contiene numerosos dispositivos activos

¥ pasivos en un bloque ¢ monolito de material semiconduc-
tor, Las conexiones eléctricas entre estos dispositivos
activos y pasivos estdn realizadas generalmente sobre una
superficie del bloque de material semiconductor. Hasta el
presente, el aislamiento de unién ha sido con mucho el mo-

-do mds ampliamente utilizado en la ‘prdctica de aislamien-

to de dispositivos o cireuitos entre si en el civeuito
integrado. Por ejemplo, son utilizadas normalmente difu-
giones activas de tipo'P para aislar dispositivos conven-
cionales bipolares P-N entre si y de otros dispositivos
tales como las resistencias y condensadores, Tal aisla-
niento de unién es usado tambidén en circuitos integrados
que utilizan dispositivos de transistor de efecto de cam-
Po. Pueden encontrarse descripciones mds detalladas del
aislaniento de unidn en las Patentes Nortesmericanas M-
meros 3,319.311; 3.451.866; 3.508,209 ¥y 3.539.876.

Aungue el aislamiento de unién ha proporcionado
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excelente aislamiento eldetrico en circuitos integra-
dos que han funcionado muy eficazmente a lo largo de

los afios, en la presente etapa del desarrollo de la
técnica de circuitos integrados hay una demenda cre-
ciente de circultos de conmutacién mds rdpidos en el
campo de circultos integrados digitales. Se ha recoao-
cido desde hace tiempo que el efecto capacitivo de las
uniones P-N aislantes tiene un efecto de decrecimiento
sobre la velocidad de conmutacidén de los circuitos in-
tegrados. Haste ahora, las demendas de conmitacidn de
los circuitos integrados han sido de una frecuencis su-
ficientemente baja para que el efecto capacitivo en el
aiglamiento de unidén no haya presentado probvlemas impor-
tantes., Sin embargo, con la demands de conmutacibn en
alta frecuencia que puede esperarse en las aplicaciones
del futuro, el efecto capacitivo producido por el ails-
lamiento de unién puede constituir un problema creciente,
Adicionalmente, el aislamiento de unién requiere una se-
paracién relativamente grande entre dispositivos y, de
este modo, densidades de dispositivos relativamente ba-
jas 1o cual es contrario a las densidades de dispositi-
vggfmés altas requeridas en integracidén en gran escala.
El aislamiento de unidén tiende tambidn o originar efec-
t08 de transistor pardsito entre la regién de aislamien-
$0 y sus dos regiones de delimitacién. Consiguientemente,
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en afios recientes, ha h;;ido una renovacién del interds
en circuitos integrados que tienen aislamiento dielée-
trico en vez de aislamiento de undén, En tales circui-
tos aislados dieléctricamente, los dispositivos gsemicon-
ductores estdn aislados entre si por materiales aislan-~
tes dieléctricos.

Convencionalmente, tal aislamiento dieldetri-
¢0 en circuitos integrados se ha formado realizando ca~-
nales por ataque quimico en un miembro semiconéustor
correspondiente a2 las regiones de aislamiento, Esto de-
Ja una superficie irregular o acanalada sobre la cual
se deposita un sustrato, ususlmente una combinacidén de
una capa dieléctrica delgade que forms la interzona con
el miembro semiconductor cubierta por uns capa nis grue-
sa de silicio policristalino. Entonceé, indigtintamen—~
te, se rectifica mecdnicamente o se ataca quimicamente
la otra superficie del miembro semiconductor haste que
se alcanzan lasg porciones inferiores de los cansles an-
teriormente atacados quimicamenté. Esto proporciona un
tipo de estructura en donde una pluralidad de receptd-
culos de material semiconductor rodeados por la capa
dieléctrica estdn soportados sobre el substrato de si-
licio policristalino y separados entre si por extensio-
nes o0 dedos del substrato policristalino, Se han des~
crito tales emtructuras en la téecnica anterior en Pa-
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tentes tales como las Patentes Norteemericanas 3. 391.-
0235 30332.137; 3.419.956; 3.372,063; 3.575.7405 3.421,-
205; 3.423.258; 3.423.255 y 3.478.418,

El aislemiento dieldetrico completo, como se
ha expuesto en la técnica anterior presentada por las
patentes a2 que se ha hecho referencies, ha tenido varios
inconvenientes que han impedido que tenge un éxite come
pleto en circuitos de alta velocidad en donde era par-
ticularmente necesario, Tales circuitos de alta veloci-
dad requieren dispositivos particularmente poco prdfun-
dos. De este modo, se requirié que los receptéculss se-
miconductores tuvieran un espesor del orden de 0,0025
milimetros., Sin embargo, debido a los requerimientos de
manipulacién de pastillas en laes técnicas de fabricacién
de circulitos integrados semiconductores, los substratos
que habian de ser atacados quimicamente o reetificados
tenian espesores del orden de 0,15 a 0,2 milimetros., En
la préctica de estz téonica anterior, los fabricantes
experimentaron dificultad considerable en el rectificado,
lapeado o staque quimico de 0,15 a 0,2 milimetros de ma~
terial a través de un substrato sin inexactitudes que
af;:tasen a los receptdculos de 0,0025 milimetros.

Adicionalmente, la interzona entre el miembro
semiconductor original y el compuesto dieldetrico poli-
eristalino depositado sobre tal miembro eras, en realidad,
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de seceidn transversal dbndulada" debido a los camales
que fueron formados por ataque quimico en dicho miembro
semiconductor. Debido a este interzona "ondulada", la
superficie opuesta del substrato polieristalino que se
depositaba era temhién "ondulada"., Se ocree que tales
ondulaciones en la superficie inferior del substrato
gometerian a la pastilla a tensiones mecdnicas innece-
sarias cuando se aplicase presidn a la pastilla de cir-
cuito integrado durante pasos de fabricacidén tales como
gsoldadura por termocompresién o cuando se aplicaen son-
das a la pastills durante la prueba. Tales tensiones
podrian dar lugar a defectos estructurales en el cir-
cuito integrado. También, durante el tratamiento de la
pastilla en que es usual soportar la pestilla sobre un
disipador de calor para disipacién de calor de lu pas-
tilla, la superficie inferior ondulada de lé pastilla
reduciria le transferencia de calor al disipador.

Adicionalmente, debido a la interzona "ondu-
lada", no hay modo prdetico segdﬁ el cual pudiesen rea-
lizarse el conexionado entre receptdculos de material
semiconductor utilizando conectadores conductivos "en-
terrados", por ejemplo conectadores metdlicos en dicha
interzona.

Adicionalmente, debido a ¢que los dedos de ma~
terial semiconductor policristalino se extienden en el
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. aislemiento dieldctrico entre los receptdculos semi-

conductores, tales estructuras onduladas aisladas
dieléctricamente de la técnica anterior estdn ain so-
metidas a capacidades pardsitas laterales entre los
receptdculos semiconductores y los dedos de material
semiconductor del substrato de soporte.

El trabajo reciente en la técnica parece -ha-
ber avanzado mucho en la solucidn del problems de eli-
minacién de la poreién principal del miembro semicon-
ductor para proporcionar los recepitdculos semiconduc—
tores. De acuerdo con la publicacidn "Application of
Preferential Electrochemical Etching of Silicon to Se-
niconductor Device Technology*, por M, Theunissen y
otros, del Journal of the Electrochemicsl Society, Ju-
lio de 1970, paginas 959 a 965, pusde ser utilizado el
ataque electroquimico anéddico selectivo para eliminar
y separar asi de un modo limpio y preciso la porcién
principal del miembro semiconductor de los receptdculos
semiconductores en los cuales han de formerse los dis-
positivos, Ia publicacién, y particularmente con refe-
rencia a la figura 8 de la misme, expone que utilizando
Wi miembro semiconductor que tenga un substrato grueso,

. altamente impurificado, y una capa epitdetica mds del-

gada ligeramente impurificada en la cual son atacades
quinicamente lag acanaladuras con anteriorided a la
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deposicibn del substrato“de soporte de silicio poli-
ecristalino dieléetrico, puede eliminarse la porcién
altamente impurificada del mater%g}vsemiconductor por
la técnica de ataque electroquimic;‘anédioo descrita

pars dejar dispuestos los receptdculos ligeramente im-

purificados de material semiconductor., Sin embargo,

esta estructura tiene ain la interzona "ondulada" en-
teriormente descrita asi como la superficie inferior
"ondulada® en consecuencia, sobre el substrato de so-

porte de silicio polieristalino,

RESUMEN DEL INVENTO
En conformidad, un objeto del presente inven-

to es crear una estructura de ecirculto integrado con
aislamiento dieldctrico total que tiene una irterzona
plana o lisa entre la cape semiconductora que contiene
los dispositivos de circulto integrado y el substrato
de soportes

Otro objeto del presente invento es crear una
estructura de circuito integrado con aislamiento dieléc-
trico total que tiene un substrato de soporte con una
superficie de fondo o inferior sustancialmente plana,

Es atn otro objeto del presente invento crear
una estructura de circuito integrado con aislamiento
dieléctrico total 'en donde el conexionado entre los

28-3-74 -8 ~



10

15

20

25

423966

receptdoculos de aislamiento de material semiconductor
puede realizarse utilizando conectadores metdlicos
enterrados en la interzons de la caps semiconductora -
¥ el substrato de soporie.

Es ain un objeto adicional del presente in-
vento crear una estructura de circuito integrado con
aislamiento dieldectrico total que puede soportar mis
facilmente la presidén durante la eplicacién de sondas
o durante la soldadura,

Es ain otro objeto del presente invento crear
un método de formacidén de aislamiento dieldéetrico total
haciendo uso de un atague electrogquimico anddico pre—
ferencial, lo cual es una mejora sobre los métodos exig-
tentes que implican tal atagque anddico.

De acuerdo con el presente invenbo, se crea
una estructura de circuito integrado con aislamiento
dieléetrico total que comprende un substrato de sopor-
te que tiene una superficie superior lisa o plana de ma-
terial dieléctrico y une superficie inferior que es tam-
bién plana. Una cape semiconductors que estd soportada
sobre dicha superficie superior dieldetrica tiene una
suPerficie plana que forma una interzons con la super-
ficle dieléetrica y una superficie superior plans lisa,
Se extienden regiones de éxido de silicio desde la in-
terzona a.%;avés de la cape semiconductore haste la
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superficie superior rodééndo receptdculos de siliocio

sin oxidar; las regiones de éxido de silicio son sus-
tancialmente coplanares eon los gggeptéculos de sili-
cio rodeados en ambas superficies de la capa semicon-

. ductora, Por consiguiente, ambas superficies de la

¢apa son planas,

Preferiblemente, el substrato de sopories
comprende un miembro de silicio policristalino que tie-
ne superficies superior e inferior sustancialmertie pla-
nag, y una capa de material dieldectrico sobre dicha su-
perficie superior pars proporcionsr la superficie dielec-
trica, Mediante esta combinacidn de dichas regiones de
silicio oxidado en . la capa semiconductora junto con la
capa de material dieléetrico, la interzons entre la ca~
pa semiconductora y el substrato de soporte es sustan-
cialmente plana y no ondulada.

De acuerdo con otro aspecto del presente in-
vento, conectadores conductores enterrados, particular-
mente conectadores metdlicos, dispuestos entre el miem-
bro de silicio policristaline y el miembro semiconduc-
tor, interconectan regiones de dispositivos formados en
dichos receptdculos de silicios

Ta estructura de nueva concepcién del presen-
te invento se obtiene por un método de fabricacidén me-
jorado que implica el ataque anddico electroquimico
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preferencial, cuyo método comprende las operaciones
de: former une capa de gilicio de bzja conductividad
que tiene uns concentracidn de impureza determinadora
de conductividad menor de 2 x 1016 atomos/om3 sobre

un substrato de silicio que tiene una concentracidn

de impureze determinante de conductividad superior a
3x 1018 atomos/bms; former una capa protectora sobre
dreas espaciadas separadas en dicha capa de silieio;
oxidar térmicamente las dreas no protegidas en dicha
capa de silicio para former regiones de didxido de si-
licio coextensivas con dichas 4reas oxidadas que ro-
dean a dichas dreas de silicio espaciadas y que se exe
tienden d&s® dicho substrato a travéds de dicha capa de
silicio hasta la superficie protegida de dichas dreas
de gilicio espaciadas, y formar sobre dichae cezpa de
silicio un miembro que tiene una superficie plana de
materisl dieldéectrico que forma interzonz con la super-
ficie de dicha capa de silicio, Entonces, mediante ata-
que anddico electroquimico preferencial, se elimina el
substrato de silicio para proporcilonar una estructura
que tiene receptdculos de silicio espaciados en dicha
c¥pa de silicio, cada uno de los cuales estd encerrado
respectivemente por dichas reglones de diéxido de si-
licio y dicha superficie dielédetrica, y former disposi-
tivos semigbn&uctores en dichos receptdculos mediante
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la introduccidén selectiyva de impurezas determinantes
de conductividad dentro de la superficie de dichos
receptdculos expuesta por la eliminacidén de dicho subs-
trato de silicio, -

Los precedentes y otros objetos, caracteris-

ticas y ventajas del invento se pondrdn de manifiesto

por la siguiente descripecidn mds particuler y reall-
zaciones preferidas del invento, como se ilustre en
log dibujos que se acompafiang

BREVE DESCRIPCION DE I0OS DIBUJOS
Tag figuras lA-lK representan vistas diagre-

mdticas en corte de una poreidn de un circuito integra-

do con el fin de ilustrar el método de fabriecacidén de

"la realizacién preferids del présente invento,

Tas figuras 2A y 2B representan vistas die-
grandticas en corte de una porcidén de um circuito in-
tegrado de otra realizacién del presente invento, es-
tando seleccionadas las vistas pars ilustrar pasos de
febricacién particulares,

Las figuras 3A-3D representan vistas dlagra-
midticas en corte de una poreidn de un circuito inte-
grado que ilustran los pasos de fabricacidn de otra
realizacién del presente invento,

Las figuras 4A-4F representan vistas disgra—
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méticas en corte de una porcidn de un circuito inte-
grado, que ilustran los pasos de fabricaecidén implica-
dos en todavia otra realizacién del presente invento,

Lag figuras 5A-5D representan vistas diagra-
ndticas en corte de une porcidn de un circuito inte-
grado, que ilustra el método de fabricacidén implicado
en una realizacidn adicional del presente inventn.

Ia figura 6 es un diagrdma esquemdtico de = -
circuito de un circuito que tiene glimentacidn de po-
tencia de colector comin que pueds ser realizado por
Jla estructura del presente invento.

Le figura 7 es una vista diagremdtics en cor-
te de un eircuito integrado de acuerdo con el presente
invento, que realiza el cireuito representado en la
figurs 6.

Ia figura 8 es una vista diagramdtica en cor-
te dé otra realizacién de acuerdo con el presente in-

vento del circuito representado en la figura 6,

DESCRIPCION DE ILAS REALIZACIONES PREFERIDAS
Con referencia a las figuras 1lA-l1K, se ilus-

“+tra un método primario pera la fabricacidén de la es-
tructura de nueva concepcidn del presente invento, Pa-
ra fines de ilustracién, los dispositivos en el eircui-
o integréas son principalmente transistores del fipo
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NPN. Se entenderd, por ;upuesto, que el invento serd
también aplicable a conductividades de tipo opuesto
as{ como a otros dispositivos. Se-.observardi adicio-

nalmente gque cuando se utiliza el término "conducti-

" vidades diferentes" con referencls a regiones de dis-

positivo, se aplica a regiones de tipos de conducti-
vidad diferentes, por ejemplo tipos Py N asi como a
regiones de niveles de conductividad significativamen-
te diferentes, por ejemplo, del tipo N y del tipo N*.
Sobre un substrato 10 adecuado, de pastilla
del tipo N* que tiene preferiblemente una impureza de-
terminente de conductividad o concentracién de impu~
reza superior a 3 x 1018 atomos/cm3 de un agente im-
purificador, preferiblemente arsénico o antimonio, se
forma une capa 1l epitdctica de tipo N~ que tiene una
concentracidén de impureza o nivel de impurificacién
inferior a 2 x 1016
nales de deposicién epitdctica ejecutada a una tempe-
retura baje del orden de 8002 a 10002C & une presidn
del orden de 0,1 atmésferas o mayor., Es deseable una

atomos/om3 por técnicas convencio-

deposicidn epitdetica a baja temperatura con el fin de
reducir a un minimo la sutoimpurificacién y difusién

haecia el exterior en la interzona epitdctica de subs-
trato. E1 espesor de capa epitdetica es preferiblemen-
te del orden de 0,5 a 3 micras dependiendo de los re-
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querimientos de funcionamiento de los dispositivos.
Para fines de ilustracidén, supbngase que la capa epi-
tdotica tiene un espesor de dos micras, Pueden for-
marse capas epitdcticas utilizando el aparato y méto-
dos descritos en la Patente Norteamericans Nimero
3+424,629.

Entonces, (figura 1B), se aplica una cepas 12
protectora utilizando téenicms conocidas tales como
deposicién pirolitica o pulverizacién catédica, la ca-
pa protectora es preferiblemente un material dieldtri-
co, tal como 6xido de aluminio o nitruro de ailicio,
que puede formarse por la técnica pirolitica de la reac-
clén de silamo y amonio u otro compuesto que contenga
nitrégeno, como se describe en la solicitud de'patente
Mimero de Serie 142,013 de V. ¥, Doo y otros, presen-
tada el 10 de Msyo de 1971, Ia capa de nitruro de si-
licio que se deposita & una temperatura del orden de
9702¢ #iene un espesor del orden de 1,000 . Se obser-
vard que en vez de utilizar una sola capa de nitruro de
silicio, la capa 12 puede ser una capas compuesta de
diéxido de silicio cubierta con nitruro de silicio, Tal
cgpa compuesta puede ser deseable para reducir tenslio-
nes térmicas entre el recubrimiento protector y la ca-
pa 1l epitégtica subyacente., Esta cepa compuesta puede
formarse fgeilmente oxidando térmicamente la superficie
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de la capa 11 a didxido-8e silieio teniendo un espesor
0 0
del orden de 5004 a 1,500A con anterioridad a la depo-

sicidn anteriormente deseorita de la cepa de nitruro de
silicio,

A continuacidén, como se representa en la fi-

gura 1C, son eliminadas porciones 13 de la capa 12 pro-

tectora por atague quimico. Un agente de ataque zdecua-
do pera el nitruro de silicio-es el decido fosférico en
caliente o sal fosfirica en caliente, Cuando se utili-
za para la capa 12 la estructura compuesta anterivr-
mente descrita, puede eliminarse la capa de 6xido sub-
yeacente mediante un agente de ataque convencionszl ade-
cuado, tal como el FH tamponado, A continuacidn, como
se representa en la figura 1C, se utiliza la capa 12
protectora como mdscara y se elimins parcislmente por
atague quimico la eapa 1l epitdetica en regiones 14 uti-
lizando un agente de ataque adecuado para el silicio,
tal como el dcido nitrico, nitrato de mercurio, y deido
fluorhidrico. Esto da como resultado la estructura f£i-
nal en forma de mesa representads en la figurs 1C. Se
hace entrar entonces la estructura en un ciclo de oxiw-
dacidn en donde se sitda en una aimdsfera oxidante a
unza temperatura elevaeda, del orden de 9702C, con o sin
la adicién de agua, para producir regiones 15 de didxi-
do de silicio que se extienden sustancialmente desde la
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superficie superior de la capa 1l epitdctica hasta

le interzona 16 entre la cape epitdctica y el subsw
trato, Se continda la oxidecidén hasta que las regile-
nes 15 son sustancialmente coplanares con la super-

5 ficie de la capa 11 epitdetica restante. Se observa-
4 que una porcidn de la capa 1l dd siliocio se consu-~
me en el proceso de oxidacidn, permitiendo asi que las
regiones de didxido de silicio se extiendan por deba-
jo de la interzons 16. Las regiones 15 de didxido d

10 gilicio rodean totalmente a los receptdculos 17 de la
capa epitdctica de silicio restente. Este proceéso pe~
ra'formar las regiones 15 de 6xido circundantes en la
figura 1D estd totelmente descrito en nuestrs solici-
tud en tremitacién Mimero de Serie 150.609, presenta-

15 da ol T de junio de 1971. Con el fin de que pueda 1lle-
varse a cabo la oxidacidén para former las regiones 15
de modo que la oxidacién alcance la interzons 16 -antes
de que la oxidacién alcance la superficie de la capa
11 epitdotice (o en el momento de alcanzarla), los re-

20 bajos 14 formados por ataque quimico (Figura 1C) de~
ben atacarse hasta una profundidad de aproximadamente

-la mited del espesor de la capa 1l epitdetica. Puesto
que es muy importante asegurar que las regiones 15 de
diéxido de silicio alcancen la interzonas 16, la for-

25 macidén de las regiones 15 de didxido de silicio puede
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llevarse a cabo en condiciones tales que se extiendan
néds alld de la interzona 16 dentro del substrato 10
a una profundidad del orden de varios millares de
Angstroms, -

Cuando, como en la presente realizacidn, se
desea formar regiones sobre receptdculos 17 de sgilicio
aisglados que servirdn como regiones enterradas 2n la
egtructura de circuito integrado acabada, la capa 12
protectora puede ser elimineda parcialmente y pueden
ser formadas tales regiones enterradas medisnte la in-
troduccidén de impurezas en el interior de la superfi-
cie 18 de la capa 11 restante por medios conveacione-
les, tales como difusidén, utilizando las porsiores res-
tantes de la capa 12 protectora en combinacién von las
regiones 15 de didxido de silicio empotradas para de-
finir las regiones enterradas. Respecto & esto, con
referencia a la figura 1B, se forma la regidén 19 del
tipo N mediante una difusién a través de la superfi-
cie 18 y se define por la combinscidn de la capa 12
protectora restante y la regidn 15 de didxido de si~
licio contigua. Por otra parte, se forma la regién 19A
en la misma operacién de difusidén pero solamente estd
definida por las regiones 15 cireundantes de didxido
de silicio. Pueden formarse las regiones 19 y 19A por
cualquier tipo de téenica convencional de difusién
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térmica de impurezas, tales como fésforo, srsénico,
antimonio o similares hagta alcanzaer una concentra-
cidn de superficie del tipo ¥, Ia aifusién puede
realizarse por las téenicas convencionales de difu-
gién térmica en tubd abierto o en tubo cerrado.

_ Se forms entonces una capa. dieléetrica de
pasivacidn y protectora que cubre totalmente la super-
ficie 18, Esta capa 31, que estd representada en la
figura 1F, tiene un espesor del orden de 1 a 4 micres
¥ puede ser de cualquier materisl dieléetrico conve-
niente, tal como aldmina o didxido de gilicio, forma-
da indistintamente por oxidacién térmica de la super-
ficie 18 o bien por deposicidn pirolitica de dicxido
de silicio o nitruro de silicio pulverizadog iénica~
mente, Se observard que en el caso en que la capa 31
se forme por la oxidacién térmica de la superficie 18
de gilicio, entonces la formacién anteriormente des-
crita de regiones 15 de diéxido de silicio empotradas
deberd llevarse a cabo en condiciones tales que se ex-—
tiendan mds 2lld de la superficie 18 en una distancis
del orden de la que corresponderd al espesor final de
"Iz capa 31. Tal recurso asegurard que la capa 31 es
sugtenclalmente plana porque la superficie de las re-
giones 15 no puede ser oxidada térmicamente.

ZK continuacidén, se lleva a cabo la anteior-
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mente descrita deposicidn epitdectica a baja tempera-
ture para depositer uns capa de silicio 20 del orden
de 0,05 a 0,5 milimetros dependiendo del ancho de la
pastilla (por ejemplo, para une p;stilla de 57 mild-
metros, es preferible un espesor de 0,2 a 0,25 mili-
metros). Esta capa servird como soports o base en la
egtructura final de eircuito integrado. Debido & la
composicibén de la capa 31, la cepa 20 epitdetica serd
de gilicio policristaline en vez de silicio monocris-
talino como lo es la capa 1l. En esta realizacidn, la
capa 20 esté'sustancialmente sin impurificar, Con el
fin de reducir al minimo la difusgidn hacia el exterior
en la estructura, la deposicidn de la capa 20 poli-
erigtaline se lleva a cabo, preferiblemente, a wna
temperatura comprendida entre 6002 y 9002C utilizendo
una fuente de silano para el silicio.

A continuacidén, utilizando el procedimiento
de ataque electroquimico enddico preferencial descri-
$0 en la publicacidén anteriormente mencionads en el
Journal of the Electrochemical Society, julio de 1970,
por M, Theunisen y otros, es eliminado selectivamente
por ataque el substrato 10 del tipo N* pars proporcio-
har la estructurse representada en la figura 1G, Pueden
ser utilizadas lag gigulentes condiciones de atague

que ge deseriben en dicha publicacidn: vﬁnodo-cétodo
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= 10 voltios; el electrolito es une solucién aoﬁosa
de FH al 5%; temperaturs del bafio 189C; oscuridad
completa; el edtodo es de malla de platino; el cdto-
do es parslelo a la estructura que ha de cortarse en
pastilles en una distanciz de aproximadamente 5 ¢en-
timetros. Como resultado de este ataque preferencial,
el substrato 10 es eliminado sin defectos, dejando to-
talmente expuesta la primera interzona (superficie 16).
A continuacidn, se forma gobre la superficie
16 una capa 21 protectors de anmascaramiento y pasiva-
¢ibén (Pigure 1H). Esta cepas puede ser -de nitruro de
silicio o didxido de silicio depositado piroliticamen-
te. Sin ambargo, se ha encontrado que pueden conseguir-~
se resultados muy deseables formando la capa 2i de didxi-
do de silicio por oxidacidn térmica. Cuando l¢ capa 21
es asl formada por oxidacién térmica, es ventajoso cuen-
do se fabrican las regiones 15 de didxido de silicio em-
potradas otra vez en la operacidn de la figura 1D, diri-
gir el proceso de modo que, como se ha mencionado ante—
riormente, las regiones 15 se extiendan dentro del subs-
trato 10 en una disgtancia equivalente al espesor de la
caPa 21 a ser formada subsiguientemente., En tal caso,
cuando, como en la figura 1H, se estd formendo la capa
21 de didxido de silicio por oxidecién térmica, la su-
perficie 16 se oxidard solamente en las dreas situades
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sobre los receptdculos I7 de silicio y no en las 4reas
gsituadas sobre las regiones 15 de diéxido de silicio.
Como resultado, en las 4reas que son oxidadas, el di-

6xido de silicio se acumulard hasta niveles equiva-

- lentes y coplanares con las porciones extendidas de las

regiones 15 de didxido de silicio para producir una su-
perficie sustancialmente plana sobre la capa 21,

A continuacibn, como se representa en las
figuras 1I, § y K, utilizando las propiedades de pasi-
vacidn y emmascaramiento proporcionadas por ls capa 21
Yy sus capas equivalentes aplicadas subsiguientemente,
se completen los dispositivos dentro del receptdeulo 17
de gilicio mediante la introduwddén.selectiva de impu~
rezas a través de la superficie. 16, por ejemplo por
difusidn, Con referencia a la figura 1I, se practican
aberturasg 22 en la capae protectora, Esto puede hacerse
mediante téenicas normelizades de resinas fotosensibles
con un agente de ataque adecuado tal como el deido
fluorhidrico. A travds de estms abertures, se forman
regiones 23 de colector de scceso transversal por di-
fusiones utilizando un agente impurificador de tipo N
adecuado, por ejemplo, una difusidén de fésforo en cdp-
sula. Al formar las aberturas 22, estas se situan de
modo que las regiomes 23 estén en relacidén de conti-
guldad con las regiones 15 de didxido de silicio empo-
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tradas., De este modo, se reducen a un minimo los pro-
blemas de alineamiento por cuanto las aberturas 22,
pueden, como se representa en la figura 1I, solaparse
con las regiones 15 de didxido de silieio empotradas
con 1o cuasl las mdscaras 21, en combinacidn con las
regiones 15, sirven para definir regiones 23 de difu~
sidn,

A continuscidén, como ge representa diagramd-
ticemente en la figure 17, se clerren las aberturas 22
mediante un proceso de reoxidacidn normalizado, y.se
realizen nuevas aberturas 24 en la capa protectora, a
través de cuyes aberturas se forman por difusiéu regio-
nes 25 de tipo P que servirdn como regiones de base
para los dispositivos. Ia difusidén de base puede rea-
lizarse mediante un proceso adecuado en ‘tubo abierto o
tubo cerrado de la técnica anterior utilizando un agen-
te impurificador de tipo P, tal como el boro, Ha de ob-
servarse que, al igual que las regiones 23, las regio-
nes 25 de base también estdn en posicién contigua con
las regiones 15 circundantes de didxido de silicio em-
potradas, proporcionando asi la ventaja de alineamien-

“+to anteriormente descrita en donde la capa protectors,

en combinacidén con las regiones de didxido de silicio
embebido que rodean la base, sirven para definir las

regiones de base,
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Entonces, como se representa en la figurs
1K, a continuacién de la difusién de base, es nueva-
mente reoxidada la superficle 16, y se formen aber-
turas adecuadas y regiones 26 dewé;ﬁisor de tipo xt

por técnicas convenclonales utilizando wma impurezs

de tipo N tal como el arsénico, £8sforo o antimonio.
Se disponen entonces las aberturas 27, 28 y 29 ex la
capa aislante para servir respectivamente como con-
tactos de base, emisor y colector de la figura 1K. Se
observard que en la formacidén de los contactos 27 y
29 de base y colector, se utiliza nuevemente la ven-
taja de alineamiento antes mencionada al solaparse es-
tas aberturas con las regiones 15 de didéxido de sili-
cio, con lo cual las regiones 15 en combinacién con la
capa aislante sirven para definir las 4reas de contac-
to.

Se obgservard que estdn representados los
subcolectores 19 y 194 de modo que son de dimensiones
horizontales diferentes. Esto es simplemente para el
fin de ilustrar las téenicas de tratamiento anterior-
mente mencionadas; la diferencis de dimensiones no tie-
ne importancia egtructural excepto en que el colector
19 deberéd tener una capacidad colector-base m4s baja
que la que tuviese el colector 194,

Como gse representa en las figuras 2A y 2B,
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el substrato de soporte o base para el circuito inte-
grado en una realizacidn alternativa no necesita ser
de silicio policristalino; puede estar compuesto t0~
talmente por materisl dieldotrico., Bn la operacidén de
la figura 24, que es una veriante para la operacién

de la figure 1F, se deposita una capa 30 de material
dieldectrico sobre la capa 31 en vez de una capa de gi-
licio policristalino, En la formacidn de la estructura
de la figurs 2A, se lleva a cabo primeramente un pro-
cedimiento idéntico al representado en las figuras 1A=
1E y entonces se sustituye la operacidén de la figura
2A por la operacidén de la figura 1F. ILa capa 30 tiene
sustancialmente el mismo espesor que tendrfa lz sapa
de silicio policristalino, El material dieldctrico se-
leccionado para la capa 30 deberd tener um coeficiente
de dilatacidn térmice suficientemente gimilar al del
gilicio para que se reduzcan a un minimo las temsiones
mecéniocas durante el tratamiento térmico. En conformi-
dad, la capa 30 deberd ser de un material tal como di-
6xido de silicio o alumina. Ia estructure de la figura
2B es equivalente a la estructura final representada
em la figura 1K excepto en que es utilizada la cepa 30
dieldotrica en lugar de la capa 20 de silicio policris—

talino.
En todavia otre variante de la realizacién
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de las figuras 2A y 2B, 'puede ser utilizada una dnica
capa dieléctrica en lugar de las capas 31 y 30. Por
ejemplo, si la capa 31 protectore fuese de un material
tal como el didxido de silicio 6wéﬁmina, esta cape po-
drfa acumularse hasta un espesor del orden de aproxi-
madamente 0,13 a 0,15 milimetros y, de este modo, de-
sempefiar la funcién de las capas 31 y 30.

Con referencia ghora a lasg figuras 3i-3D,
se describird brevemente cémo puede ser utilizado el
nétodo de aplicacidn descrito en las figuras 1A-1X pa-
ra fabricar una pareja de transistores bipolares com-
plementarios con aislamiento dieléetrico total, -En
primer lugar, desﬁués de seguir un procedimienio sus-
tancialmente idéntico al descrito con respecto a las
operaciones representadas en las figuras lA-1lD, se
forma una abertura 32 atzcando la capa 33 prolectora
que no cubre a la superficie del receptdculo 34 de si-
licio; entonces, mediante una operacidn de difusién
adecuada como se ha descrito anteriormente, se produ-
ce la regién 35 de subcolector de tipo N' .

A continuacidén, como se representa en la fi-
gura 3B, se vuelve a formar la capa protectora sobre
la regidn 35, y se forma una segunda abertura en la
superficie del receptdculo 36 de silicio a traéés de
la cual se forma la regibén 37 por .gifusién de tipo Pt
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Esta regién P ¥ servird como subcolector en el tren—
gistor PNP. Para fines de ilustracién, no se ha rea-
lizado difusidén en el receptdculo 38 de silicio del
tipo N~ . En la estructurae de dispositivo final, esta
regién puede servir como resistencia.

' A continuacién, aun siguiendo el procedimien-
to expuesto en la figura 1F, ge forma una capa .39 de
material dieléctrico que cubre completamente la super-
ficie 40 de la capa 4l semiconductora y se formz una
capa 42 de silicio policristalino sobre la superficie
de la capa 39 dieldectrica. .

Entonces, siguiendo el procedimiento expues-
t0 en las figuras 1G-1K, se elimina el substrato 43 de
tipo X t por ataque electroquimico anddico, seguido por
una serie de difusiones a través de la capa 44 protec~
tora y de enmascaramiento para formar los trahsistores
Tl y T2 complementarios NPN y PNP de la figura 3D, Se
forma la regidén 45 de base de tipo P simuliténesmente
con le regidén 46 de acceso transversal, y se forma la
regién 47 de base de tipo N simultdnesmente con le re-
gién 48 de!gblector de tipo N de acceso transversal.

SSe"forma entonces el emisor 50 de tipo P + ¥y el emisoxr

49 de tipo N * en un per de operaciones de difusién,
después de lo ocual se abren aberturas adecuadas de ba-

se, emisor y colector de contacto a las regiones activas
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en los transistores Tl y T2 a través de la capa 44
protectora. Se abren también contactos a la regidén
38 de tipo N ~ que pueden servir como resistenecias,

i

El resultado es la estructure representade en la fi-

~gura 3D en donde los dispositivos complementaios en

el circuito integrado estdn soportados sobre el subs-
trato 42 de silicio policristalino y estdn totalmente
aislados dieléetricamente mediante la combinacién de
la capa 39 dieléctrica y las regiones 51 de didxido de
silicio empotradas, circundantes.

Con referencia a las figuras 4A-4F, se des-
cribird ahora el modo en que pueden ser utilizados la
estructura y método del presente invento para formar
un par de transistores de efecto de campo complemente-
rios., En primer lugar, siguiendo los procedimientos de
las figuras 1A-1D, se forma una estructura en donde las
regiones 52 de didxido de silicio empotradas encierran
totalmente receptdculos 53 de silicio de tipo N =~ dis-
puestos sobre el substrato de tipo. W * ¥ cubiertos por
1la capa 55 protectora. En primer luger, como se repre-
senta en la figura 4A, se forma umna abertura 56 sobre
uno de los receptdculos de silicio y se convierte por
difusibn la regidén de silicio de tipo N~ en una regién
57 de tipo P. A continuacién, de acuerdo com el proce-
dimiento de la figura 1F, se forma una capa 58 dielde-~
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trice uniforme (véase la figura 4B) sobre la cual se
deposita una capa 59 de silicio policristalino. A con-
tinuaeidn, como se representa en la figura 4C, se eli-
mina el substrato 54 de tipo N*por atague electroqui-
mico anédico preferencial, después de lo cual, como se
representa en la figura 4D, se formen un par de reglo-
nes 60 y 61 de tipo N por difusién en el interior de
la regién 57 de tipo P para formar los electrodos de
entrada y salida del transistor T3 de efecto de campo,
Subsiguientemente, despuds que se vuelve a formar el
recubrimiento 62 protector, se forman .las regiones 63
y 64 dé tipo P en el receptéculo 53 de tipo N~ . Estas
gexrvirdn como electrodos de entrada y salida pars el
trensistor T4 de efecto de campo (figura 4E)., Entonces,
después que se ha eliminedo el recubrimiento aislante .
relativemente grueso desprendiéndolo de las regiones
de electrodo de control y despuds que se ha sustituido
por un delgado recubrimiento aiglante del modo conven~
cional, se forma la estructura final representada emn la
figura 4F, donde se practican aberturas 65, 66, 67 y 68
de contacto adecuasdas, respectivamente, a los electro-

- d¥% de entrada y salida de los transistores T3 y T4.

Cuando se ha aplicado un trazado de metalizacidén adecus~
do a los electrodos de entrade y salida, asi como a las
reglones 69 y 70 de electrodo de control &e los transis-
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tores, la estructurs reéﬁitante representa un par
complementario de transistores de efecto de cempo.

Se ha indicado anteriormente que la estrue-
tura del presente invento es tal que pueden realizarse
interconexiones conductoras entre regiones en log dis-
positivos a lo largo de la interzone entre la capa de
circuito integrado semiconductora y el substrato"o:bap
se dieléctrico de silicio policristalino de soporte.

Se describird shore este aspecto del presente invento
con referencis a las figuras 5A-5D, En la formacidén é
la estructura representada en la figura 54, se siguen
las operaciones representadas en las figuras iAelE, des—
puds de lo cuzal se deposita un conductor metdlico muy
delgado del orden de 7.0008 a 12.0001 de espesor para
interconectar regiones enterradas seleccionadas, (por
ejemplo, en la figura 5A, el conductor Tl metdlico co-
necta los subcolectores 72 y 73 enterrados). A conti-
nuacibn, se deposita una capa 74 de materisl dieldctri-
¢o similar a la capa 31 de la figurs 1F sobre el conec-
tor 71 y la totalidad de la superficie 75, (figura 5B).
A continuacidn, se forme ls capa 76 de silicio policris-
talino del modo descrito anteriormente (figura 5C) y

se slgué el procedimiento de las figuras 1G-1X pars
proporcionar la estructurs de la figura 5D en dondg el
conectador 71 metdlico enterrado en la interzona de lg
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cape. 77 semiconductora y el substirato de soporte, que
es una capa compuesta por la capa T4 dieléctrica y el
miembro 76 de silicio policristalino, interconecta los
subgolectores T2 y 73 de los respeciivos transistores
T5 y 76. A¥n cuando se han representado los subcolecto-
res T2 ¥y 73 enterrados extendiéndose a través de sus
resﬁectivos receptdculos, pueden reducirse en dimensio-
nes laterales para corresponder a dimensiones del emi-~
sor. En tal caso, los subcolectores estarfsn situados
directamente bajo los emisores., Como resultado de los
subcolectores mds pequefios, se reducirian sustancislmen-
te las capacidades colector-base.

Se observard también que los conectadores.métd-
licos, tales como el conectador 71, formados en la inter-
zona no establecen necesariamente contacto con la super-
ficie de interzona del receptdculo semiconductor. Tales
conectadores pueden estar conectados a la superficie su-
perior de la capa semiconductora por metalizacidén pasan-
do@através de las regiones 15 de didxido de gilicio. De
este modo, pueden formarse hasta varias capas de trazado
de metalizacidn de interconexidn en la interzona entre

Jla~eara inferior de la capa semiconductora y el substra-

to de soporte. Este trazado de metalizacién puede estar
conectado a la superficie plana superior de la capa semi-

conductora por conectadores conductores que pasan a tra-
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Se observard que el interconectador Tl meta-
lico puede ser cualquier medal usqgg convencionalmente
en estructuras semiconductoras, por ;jemplo, platino,
molibdeno o tungsteno. E1 interconectador metdlico pue-
de depositarse por técnicas convencionsles fotolitogrd-
ficas utilizadas en la técnica de circuitos integrados
para formar interconectadores metdlicos,

Alternstivamente, el conectador Tl puede ser
un miembro semiconductor conductivo, En tal caso, puede
depositarse una delgeds capa semiconductora, del orden
de 0,5 a 1 micras de espesor, sobre la superficie 77 en
la figura 54 en lugar de una deposicidn metdlica., Esta

- capa semiconductora deberd, por supuesto, ser del mismo

tipo de conductividad que las regiones T2 y 73 y préfedi-
blemente impurificada pars formar uma capa de tipo nt,
A continuacidén, se enmascara adecuademente la poreidn de
la capa semiconductora que ha e formar el conectador
entre las regiones 72 y 73 y del mismo modo el resto de
la capa oxidada, por ejemplo, para formar didxido de si-
licio. Entonces, puede depositarse el subsitrato compuesto
dieléctrico y de silicio policristalino del modo deserito
c¢on respecto a la figuras 1F.

Se. entenderd que puede conectarse una fuente de

alimentacidn de tensidén a un trazado conectador emterrado,

28-3~T4 - 32 -



10

15

20

25

423968

tal ocomo el trazado 71, con el fin de aplicar una ali-
nentacién de tensidn al colector del transistor, En tal
caso, pueden reelizarse contactos al trazado Tl conec—
tador a través de la superficie inferior de la capa 76
de sgilicio policristalino en combinacién con una aber-
tura correspondiente en la capas T4 dieldetrica.

De acuerdo con otra realizacién de este inven-
to0, puede utilizarse la presente estructura para conexidn
de fuentes de alimentacién al colector de una pluralidad
de tramnsistores en un cirvcuito integrado a través de la
ocara trasers de la pastilla, .

La figura 6 representa un circuito convencional
con una fuente Vcc de alimentacidén de colector que estd
conectada a los colectores 80 y 81 de una plurslidad de
transistores T10, T1l, a #ravés de resistencias R10, R1ll
de colector, Puesto gue la fuente vﬁc de alimentacidn de
colector es comin a todos los colectores en el ecircuito,
puede proporcionarse por la estructura representeds en
lo figura 7 el circuito representado en la figura 6. Pues-
t0 que esta estructura puede febricarse de acuerdo con
las técnicas de fabricacién antes descritas, tales teeni~
cgs™ho ge describirdn nuevamente aquif, Ia fuente V&c estér
conectada a una capa 82 metdlica, que puede ser de alumi-
nio, ﬂbrmada_gobre la cara inferior del substrato 83 de
soporte de éilioio policristalino. E1 substrato 83 de si-
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licio policristalino estéd-impurificado para ser mlativa-
mente conductor entre la fuente Véc ¥y los respectivos
contactos 84 y 85 de colector de los transistores T10 y
T1l, Las reglones 78 y 79 de tipo‘g;ﬂforman lag resgig-
tencias Bl0 y Rll. Ia capa 86 aislante aisla el substra-
$0 83 policristalino del resto de la capa 87 de siliecio.
En le estructura representada en la figurs 8,
que es otra realizacidn del circuito de la figura 6 de
gouerdo con el presente invento, la fuente Vﬁc estd co-
nectada a la capa 88 de contacto metdlico formada sobre
el substrato 89 de silicio policristalino impurificado.
TIa capa 90 aislante sepera el substrato 89 de silicio po-

licristalino de une capa 91 de silicio policriatalino sin

. impurificar emparedada entre la capa 90 aislante y la ca~

pa 92 aislante en contiguidad con la capa 93 de silicio.
En esta estructura, el substrato 89 policristalino estd
impurificado pare proporcionar un camino conductor entre
la fuente Vﬁc ¥ la capa 91 de silicio polieristalino sin
impurificar a través de la abertura 94, Ia capa 91 de si-
licio policristalino sin impurificar, que estd conestada
respectivamente a los colectores de los transistores T10
¥ T11 a través de las aberturas 95 y 96, proporciona prin.-
cipalmente las resistencias R10 y Rll.
A¥n cuando ha sido expuesto y descrito el in-

vento particularmente con referencia a realizaciones pre-
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feridas del mismo, se entenderd por los expertos en
la técnica que pueden realizarse los precedentes y
otros cambios en la forma y detalles del mismo sin
apartarse de la esencia y campo de aplicacién del
invento,

Esta solicitud que corresponde a la presen~
tada en Estados Unidos de América, el 12 de Marzo de
1973, bajo el N2 340.150, se acoge a los beneficios
del articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propisdad
Industrial. '

REIVINDICACIONES
Los puntos de invencién propia y nueva que

s8e presentan pars que sean objeto de esta solicitud

de Patente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios,
son los que se recogen en las reivindicaciones siguien-
tes: .
12,~ Una estructura de éircuito integrado
con aislamiento dieléetrico total qﬁe comprende un
sybetrato de soporte que tiene una superficie plana &
material dieléctrico y otra superficie plana paralele
a dicha superficie dieléctrica y una capa semiconduc-
tora sobreTdicha superficie dieléctrica que tiene una
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primera superficie plana.que forma una interzona con
dicha superficie dieldetrica y wna segunda superfi-
cie plana paralele a dicha primera superficie y que

comprende receptdculos de silicid ¥ regiones de sili-

c¢lo oxidado que se extienden desde dicha interzona a

través de dicha capa hasta dicha segunde superficie y
que rodean respectivamente a ca@a receptdculo, siendo
dichas regiones de silicio oxidado sustancialmente co-
planares con los receptdculos de silicio en ambas pri-
mera y segunda superficies de dicha capa con lo nual
fdichas primeras y segunda superficies son planas,

28,~ La estructura de circuito integrado é
la reivindicacidn 12, en donde dicho substrato de so-
porte es un miembro dieléctrico.

38,~ La estructura de éircuito integrado G
la reivindicacidn 28, en donde dicho miembro dieldectri-
co comprende déxido de aluminio.

48, Ia estructura de circuito integrado de
la reivindicacidén 12, en donde dicho substrato de so-
porte comprende un miembro de silicio policristalino y
una capa de material dieléetrico que forme dicha super-
ficie dieléctrica sobre dicho miembro de silicio poli-
cristalino,

58,- Ia estructura de circuito integrado de

la reivindicacién 48, en donde dicha caps de material
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dieldctrico comprende nitruro de silicio,

68,- La estructura de clrouito integrado de
la reivindicacidén 48, en donde dicha capa de material
dieléctricg comprende diéxido de silicio,

78.,~ La estructura de circuito integrado de
la reivindicacién 42, en donde una pluralidad de di~
chos receptdculos de gilicio incluyen regiones de ti-
pos de conductividad seleccionada que se extienden des-~
de ambas superficies de dichos receptdculos en el in-
terior de dichos receptdculos para formar uniones con
regiones contiguas y proporcionar asi los dispositi-
vog del cirecuito integrado.

88,~ Ta estructura de circulto integrado de
la reivindicacién 78, en donde dichas uniones son unio-
nes PN,

98,~ Ia estructura de circuito integrado de
la reivindicecidén 88, que incluye, ademfs, una segun-
da capa de material dieléetrico sobre dicha segunda
superficie de diche capa semiconductora.

108,~ Ia estructura de circulto integrado de
la reivindicacidén 98, que incluye adicionalmente conec-
tadorea conductores sobre dicha segunda capa dieléetri-
ca que pasan selectivamente a través de porciomnes de
dicha cape dieléctrica para establecer contacto con
regiones si¥ﬁadas en dichas receptdculos de gilicio e
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interconecter las mismas.

1l2,~ Ia estructura de circuito integrado de
la reivindicacidén 10% que ineluye gdicionalmente conecg-
tadores conductores enterrados dispuestos entre dichos
miembro de silicio policristalino y dicho miembro semi-
conductor y que interconectan regiones situadas en su-
perficies de dichos recepitdculos en dicha interzona,

128.- Ia estructura de circuiio integrado de
la reivindicacidén 118, en donde dichos conectadores en-
terrados comprenden gilicio polieristalinoe dispuesto
entre diche superficie dieléctrica y dicho miembro se-
niconductor, -

13%.—~ Ia estructura de circuito integrado de
lg reivindicacidén 42, en donde, al menos en uno de di-
chos receptdculos de silicio, se extiende una primera
regién que tiene una conductividad diferente a la del
receptdculo en el interior del receptdculo desde dicha
primera superficie y se extiende una segunda regién que
tiene una conductividad diferente a la del receptdculo
en el interior del receptdculo desde dicha segunda su-
perficie, limitando ambas regiones mencionadas al menos
una porcidn de las regiones de silicio oxidado que ro-
dean dicho receptdculo.

148,.- La estruchira de circuito integrado de

la reivindicacidn 132, en donde al menos una de dichas
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dos regiones es de un tipo de conductividad opuesto a
la del receptdculo de silicio..
158,~ Ta estructura de circuito integrado de
la reivindicacidén 48, en donde se extiende una regidén
5 de un primer +tipo de conductividad desde dichs super—
ficie de interzonz en el interior de un primer recep-
tdeulo de silicio y se extiende una regién del tive de
conduetividad opuesto desde dicha superficie de inter-
zona en el interior de un segundo receptdoulo de sili-
10 cio. , .
168,~ La estructura de circulto integrado de
la reivindicacidn 42, en donde en un primer receptdculo
de dichos receptdculos de silicio se extiende una re-
gién que tiene wna conductividad diferente de la del
15 recepidoulo en el interior del receptdculo desde dicha
superficie de interzona, y no existe regién que se ex-
tienda desde dicha superficie de interzona en un segun-
do receptdculo de dichos receptdculos de silicio,.
178, "UNA ESTRUCTURA DE CIRCUITO INTEGRA-
20 DO CON AISLAMIENTO DIELECTRICO TOTAL".

e Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian,
¥ para los fines que se han especificado.

25 ﬁ;%a memoria consta de cuarenta hojas escri-



423968

10

15

20

25

tas a mdquina por una sol¥ cara,
Madrid,

- 28-3-T4
I P-T.

- 40 -

L BV,
hé: J;f.;’s\‘{: [9?"‘




.....

-lf

423548

FIG. 1A

- FIG.1B

FIG.1C

FI1G. 1D

FIG.1E

..W
T AT I
.. .,--‘.';".' A"‘" £ .:‘... £ A .',;"F.

==
4

N+

ol o

i g £ 1
| /

i "...:\\\ 7

19A

FIG.1F

- /f//////////ﬂ/]%i

RN
-'" ,’g/

Nt
/NN 'f;,\\\f.’:..-i}




INT?RNA'&‘IONAI BUSTNESS MACHTINTS GORPORATTON

IT Xt
19 {1 15 i1 98 15
S IR | I =g
"'N"'o,'~,-"'//,"‘ N""'//.’
; + N 18
FIG.AG /AN o

tz////}/////

1 13 17 5

Flo.tH A0 \\\\V///
(////////////)‘*20
50980 2922 50 A 2]3 2y
AN .‘ . _ .\‘._ ',.. o 16
FIG.1I ;
/////////// 0
5 2 2 1;; 1‘7 BB 19A 17 '2/3 5 "
Fie1d WAE S U hmy
/ / / -/ / / /
5527252826 912 29, 2 252826 19A 117 29 29‘,5 .
FIGIK B/~ '




INiERNATIONAL BUSINESS MACH‘J’:’ 3 4onen Aﬁog 3 9 6 8 // Ve /// - I‘

§ 354 45 35 05 4 BT 45 Y 5

). 1
f]\\[\\AL‘{ Ll\l A2 ANANA NN 44

y YRS \\ RN
\////////////////

FIG. 3D -

-




FROSAKATIONAT BUSTNESS fACHINGS ”O&PO’? &"‘TON

FIG. 4A

FIG. 4B

FiG. 4C

FIG. 4D

FIG. 4E

FIG. 4F

Ad 5

/" B 5

Z/////////// .

93

2 6 3

V>

N

RS

Ty
YIS

,\\ = \\\\\. |

///7///////)%3

13 T4
LA T L ALY
I\V;//'- N BNAN >\ \_‘. . (\‘\ AN ‘\// .l-_62
SV

////////////35gg

526065 5769/66 61 526367 53 ;70686452

./.’




TRENANATEONAT 2B Fiag mcﬂfg%rcmmmrbn

423968

B 12 1 15 13

A R I

FIG.SA Py 07
G

FIG. 58

A4

/4
N\ wmm\%““&“

/ m%/

FIG. 5D.

e




ATiF48~ MACHTNES CORPORATION
mmmmmn BYSTHIS I/vT

423968

" oV(o

R10

TH I

19 :

AR .‘Pf’.:/ ;
' aanw 1

. ¥ o ‘e ¥ " I
5 "v..: et + -f:.:".' ; GER N 7, “’.;" '.‘é..‘ :':::2.:

ﬁ ’ oy 2 d’, N e -,-,_=':"- 3% A '-'.'- 0 "' ‘r"‘:‘ ; i ;
: : . h Sy ““

=
V[// /{/ ////////// YO0 Ml///jé/ /1//7/ il ““

7 -~ 96
A /A{/////ﬁiﬁ
92 9 %

vee

FIG. 8




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



